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Sekildeki direnc oranh akim kaynag ve kaskod alkim kaynag devrelerinde ILe=100pA
degerindedir. Vee =5V dur. El hesaplarinda Vr =26mV alinacaktir.

a- Devrenin akim kaynagi olarak kullanilabilmesi icin Vo c¢ikis geriliminin saglamas1 gereken
sart1 bulunuz.

SPICE benzetim programi vardinyla;

b-1o akmimn Vg ile degisimini ¢ikartimz. Bunun icin Vo gerilimini (a)'da buldugunuz simr
degerden baslayarak Vee =5V degerine kadar uygun arahklarla arttirmmz.

c- Elde ettiginiz sonuclardan yararlanarak devrenin akis direncini hesaplayimz.

d-Iser akimim 10pA-ImA degerleri arasinda uygun arahklarla degistirerek I,/le oranimn Iyer
akimi ile nasil degistigini arastirimiz. (Bunun icin logaritmik arahiklar icinde uygun
adimlar ahnmasi 6nerilir, 6rnegin 10pA-100pA arah@inda 10uA, 20pA, 30uA..., 100UHA-
1000uA arahginda 100uA, 2001A, 300UA..., vb).

e- Vo ckis gerilimine 2.5V dogru gerilim bileseni veriniz, AC analiz icin 1V uygulayarak
frekansi degistirip cikis empedansinin frekansla nasil degistigini inceleyiniz. Direnc oranh
akim kaynaginda Ri = 2k, R. = lk olarak belirlenmistir.

f- Elde ettiginiz sonuclan yorumlayimz.
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Sekilde ilkesel yvapisi verilen devre gerilim kontrollu akim kaynag olarak kullanilacaktir.
Devrenin besleme gerilimi Vee = 5V ve T akimimn alacagi en biiyiik deger Imaks = 100uA
olacaktir.

a) Istenen sartlarn yerine getiren devre yapisim seciniz, eleman degerlerini
belirleyerek devreyi tasarlayimz.

b) SPICE benzetim programi yardimiyla tasarladiginiz devrenin I ¢ikis akimimi Ve
kontrol gerilimine baglayan I = f(V¢) karakteristigini ¢ikartmiz, devrenizin calisma
sinirlarini belirleyiniz. Bunun ic¢in Ry, yiik direncini kisa devre ediniz (Ri. = 0),
Vckontrol gerilimine uygun bir aralikta cesitli degerler vererek cikis akimimn
nasil degistigini arastirniz.

c) Vc kontrol gerilimini I ¢cikis akiminin Imaks = 100uA degerini aldig1 degerde sabit
tutarak, Ry, yiik direncini o dan baslayarak arttimiz, her deger icin I akiminin aldigi
degeri inceleyiniz; elde ettiginiz sonuclardan yararlanarak Ry yiik direncinin
alabilecegi maksimum degeri belirleyiniz.
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Sekildeki devre standart band arahi@ referansi olarak kullanilacaktir. Ti1 ve Ta
tranzistorlarm es tranzistorlardir; R; direncinden akan akim 100 pA olacaktir.
Uygun bir besleme gerilimi secerek devreyi tasarlayimiz, eleman degerlerini
belirleyiniz.

Tasarimda, verilenlerin disinda gereken biiyiikliikler serbest olarak secilebilir.
Devrenin oda sicakhginda cahsacag ongoriilmiistiir (T= 300°K, VT =26mV).

SPICE benzetim programi yardimiyla tasarladigimiz devrenin calisip calismadigini
arastirmiz. Islemsel kuvvetlendirici icin pA741 islemsel kuvvetlendiricisi
makromodeli, bipolar tranzistorlar icin Grup-1,2 Odev 1 de verilen model
parametreleri kullanmilacaktir.

Sicakligr 0°C ile 100°C arasinda uygun arahklarla degistirerek Vier geriliminin
sicakhga bagimhhgm inceleyiniz, sicaklik katsayisini belirleyiniz.

Elde ettiginiz sonuclar: yorumlayiniz.
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